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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

$380D-S381D

Silizium-Mesa-Diode

Anwendung: Gleichrichter
Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht

Abmessungen in mm

8<43 8105
Kathode 2<135

" L

>26 <4,2 >26

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Periodische Spitzensperrspannung
Sperrspannung

StoRdurchiaBstrom

tp =10 ms
DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 1,2
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Maximale Wirmewiderstinde

/=25 mm, T_=konstant
auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm

KenngréRen
Ti= 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaRspannung
=3A
Sperrstrom

UR
Ug, T, =100°C

T1.2/416.0788 D

@ Hermetisch dichtes Gehéuse

Sinterglasgehéuse
SOD 64
Gewicht max.1,5 g

$380D $381D
60 120 \
50 100 Y
100 A
3 A
175
-65....+4175 °C
30 K/W
70 K/W
Min. Typ. Max.
1,2 \%
2 5 pA
50 pA

175
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TELEFUNKEN electronic Gestempettmttaa S 416 T

Creative Technologien

Silizium-PNP-HF-Transistor
Anwendungen: In Rundfunk-ZF-Verstérkern, speziell in Dick- und Dannfilmschaltungen

Abmessungen in mm

0,4:003
e 2003

0,03
015002

1,260 +——+— 2,5-00

}_‘ B E

J 1,9201 L_ 08135, Normgeh&use
B S P 23 A 3 DIN 41869
(SOT 23)
Gewicht max. 0.01g
Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung -Ucgo 25
Kollektor-Emitter-Sperrspannung “Ueo 25 \
Emitter-Basis-Sperrspannung “Uego 4
Kollektorstrom -le 25 mA
Gesamtverlustleistung
Tomp =25°C Pt 110 mw
Sperrschichttemperatur 7; 125 °C
Lagerungstemperaturbereich Ty o —65...+125 °C
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Sperrschicht-Umgebung
auf Keramiksubstrat
mit 2,5 cm? Flache, 0,7 mm dick R 530 K/W

thJA

T1.2/1005.0285 D1
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S416 T

KenngréBen Min. Typ. Max.
Tomp = 25 °C, falls nicht anders angegeben
Kollektorstrom -
“Ugg=20V -leso 100 nA
“Upg=20V, T, =100°C “lego 10 pA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
-lc=1mA -U(BR)CEO 25 \'
Basis-Emitter-Spannung
“Uge =10V, -l;=1mA Uge 800 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhltnis
“Uge =10V, -[;=1mA hee 50
Tranmsitfrequenz
-Ueg =10V, -I;=5 mA, f =100 MHz fr 550 MHz
Ruckwirkungskapazitét
-Ug =10V, -l =1mA, f=470 kHz Cure 0.2 0.42 pF
VierpoikenngroBen
Emitterschaltung
“Uge=75V,-[c=1mA, f=10 MHz
KurzschluBeingangskapazitat Ce 8 18 pF
KurzschluBingangsleitwert G 750 pS
KurzschluBausgangskapazitat Coe 0.5 15 pF
KurzschluBausgangsleitwert 9o 12 uS
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TE&E%B&EN electronic s 450 D

Creative Technologien

Vorléufige technische Daten fiir Muster |

GaAs-Schottky Diodenquartett

Anwendung: Ringmodulatoren

Besondere Merkmale: -

@ Geringe DurchlaRspannung ® Geringer DurchlaBwiderstand
@ Diagonal geringe DurchlaBspannungs- ® Diagonal geringe Kapazitaten
differenzen

Abmessungen in mm

0,9 2,602
i :
5-0s5 1.2
0,45 l 5_05
L 3 1 : !
15 Z— —F 0.9 25502
r o8 f - _;4
4 86 5336
9 o5 Standard Kunststoffgehduse
. 50B4 DIN 41867
i JEDECTO 50
10 601 1 0.2 Gewicht max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
fir Einzeldiode falls nicht anders angegeben
Sperrspannung Ug 6 \Y
SpitzendurchlaBstrom lenn 80 mA
Gesamtverlustleistung
T =25°C Py 100 mw |
Sperrschichttemperatur T, 125 °C
Umgebungstemperaturbereich Tomb —55...+125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —55...+125 °C
KenngroRen Min. Typ. Max.
fir Einzeldiode
DurchlaBstrom I 30 mA
DurchlaBspannung
I.= 1mA U, 620 mV
=10mA Ue 820 mV
Differentieller DurchlaBwiderstand
l.=5mA A 15 Q
far Diodenring
Diagonalkapazititen
Up=0,f=1MHz Co 700 fF
Diagonale Durchlaspannungen
k= 1mA U 40 mv
l,=10mA U, 40 mV

T1.2/1367.0788D
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S$450D
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86 5335

Ug=10mv

f=10kHz

Tamb =256 °C
\
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\
N
el
8 16 24 32 mA
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S$455D

GaAs-Schottky Diodenpaar

Anwendung: Ringmodulatoren
Besondere Merkmale: |

® Geringe DurchlaRspannung

@ Geringe DurchlaBspannungs-
differenzen

Abmessungen in mm

6 0,6 27
<12
A H A, K
1 i 2K
| =5 19252
9_,
5—q5 0.5 i
<1 }
505
KZ __{
7164 09 1 02

Absolute Grenzdaten

Vorldufige technische Daten fir Muster]

® Geringer DurchlaBwiderstand

® Geringe Kapazititen

fir Einzeldiode falls nicht anders angegeben

Sperrspannung
Spitzendurchla3strom
Gesamtverlustleistung

T =25°C
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperaturbereich

Lagerungstemperaturbereich
KenngroRen
fiir Einzeldiode

Sperrstrom
Uy=4V
DurchlaRstrom

DurchlaBspannung

l.=1mA
l,=10mA

Differentieller DurchlaBwiderstand
l.=5mA

Diodenkapazitat
Uy =0,f=1MHz

T1.2/1369.0788 D

Min.

U 620

Lz Lz.nq 1A1

86 5337

Standard Kunststoffgehéuse
50 B3 DIN 41867
JEDECTO 50

Gewicht max. 0,1g

6 \

200 mA

200 mwW

125 °C

—55...+125 °C

—55...+125 °C
Typ. Max.

50 HA

200 mA

mV

820 mV

15 Q

700 fF

195




S455D

196

I ] 86 5335
[
Up=10mv
f=10kHz
Tamb=25°C
\
\
‘-_
16 24 32 mA
IF-»



4

TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S$460D

GaAs-Schottky Diodenquartett

Anwendung: Ringmodulatoren
Besondere Merkmale:

@ Geringe DurchiaBspannung

@ Diagonal geringe DurchiaBspannungs-
differenzen

Abmessungen in mm
1,701

0,4:003

[=]az]A] 0,8:003

& 1 -4

1,25%3%s J

g, i3
0,95£0.03 i =01
| | 19:01 0,834

+015
-——l—-—l—— 2,85 0 6145

Bestempelung: 460

Absolute Grenzdaten
fir Einzeldiode falls nicht anders angegeben
Sperrspannung U
SpitzendurchlaBstrom [}
Gesamtverlustleistung

Tomp =25°C P,
Sperrschittemperatur 7;
Umgebungstemperaturbereich T,
Lagerungstemperaturbereich T

Kenngréen
fir Einzeldiode
DurchlaRstrom Ie
DurchlaRspannung
= 1mA Ue
I=10mA Ue

Differentieller DurchlaBwiderstand
l.=5mA r,
far Diodenring
Diagonalkapazitaten
Uy,=0,f=1MHz C

D
Diagonale DurchlaRspannungen
le= 1mA Ue
le=10mA Ue

T1.2/1371.0788D

Vorlidufige technische Daten fiir Muster |

® Geringer DurchlaBwiderstand
@ Diagonal geringe Kapazitaten

2
3 1

4 86 5336

Standard Kunststoffgehéuse
SOT 143

Gewicht max. 0,01 g

6 \
80 mA
100 mwW
125 °C
—55...+125 °C
—55...+125 °C
Min. Typ. Max.
30 mA
620 mV
820 mV
15 Q
700 fF
40 mV
40 mV
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TELEFUNKEN electronic

Creative Technologien

S$465D

GaAs-Schottky Diodenpaar

Anwendung: Ringmodulatoren
Besondere Merkmale: «

® Geringe DurchlaBspannung

® Geringe DurchlaBspannungs-
differenzen

Abmessungen in mm

0,4 £0,03

03
019

‘ AgyKy
1,25*35 -+ 25
? UKZ Aqlg
| =0
o, | 08'8%
2,853
005 6141

Bestempelung: 465

Absolute Grenzdaten
fiir Einzeldiode falls nicht anders angegeben

Vorldufige technische Daten fiir Muster I

@ Geringer DurchlaBwiderstand
@ Geringe Kapazitaten

‘[Kz IAZ.K1 1A1

B6 5337

Standard Kunststoffgehduse
23 A3 DIN 41869/8

SOT 23

Gewicht max. 0,01g

Sperrspannung Us 6 \Y)
SpitzendurchlaBstrom lem 200 mA
Gesamtverlustleistung

Tmp=25°C Pt 200 mwW
Sperrschichttemperatur T] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich Tomb —55...+125 °C
Lagerungstemperaturbereich Tstg —55...+125 °C

V Kenngréf8en Min. Typ. Max.

fur Einzeldiode
Sperrstrom

Uy=4V Ia 50 pA
DurchlaBstrom le 200 mA
DurchlaRspannung

l.= 1TmA Ue 620 mV

lr=10mA Ue 820 mV
Differentieller DurchlaBwiderstand

l,=5mA r 15 Q
Diodenkapazitat

Uy =0,f=1MHz G 700 fF

T1.2/1373.0788 D
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TELEBEUNKEN electronic Gestempelt mit: BF 479 T

Creative Technologien

BF479T-(S4797)

Silizium-PNP-HF-Transistor

Anwendungen: UHF/VHF-Hochstrom-Eingangs- und Mischstufen

Besondere Merkmale:
® Hohe Kreuzmodulationsfestigkeit
@® Hohe Verstarkung

Abmessungen in mm

Absolute Grenzdaten
Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Basisstrom

Gesamtverlustieistung
Tamb = 55°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

T1.2/541.0484 D1

® Kleines Rauschen
® Hohe Riickwartsdampfung

Rinua

Kunststoffgehause
~JEDEC TO 50
Gewicht max. 0.256 g

20

20
3 \Y
50 mA
5 mA
160 mw
150 °C
-55...+150 °C

Typ. Max.

600 KIW

59



BF479T-(S479T)

Statische KenngroBen

Tamb = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom -
Ucg=16V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
—’c =10 HA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—Ic =2mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
-le=10pA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis
=Ucg=10V, ~lc =10 mA

Dynamische KenngréBen

Tamb = 25°C

Transitfrequenz
~Ucg =10V, -Ic =8 mA, f= 300 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitit
—Ucg =10V, f= 100 MHz

RauschmaB
_UCB =10 Vv, -IC =10mA, RG =50Q,
f =800 MHz

Leistungsverstéarkung
-Ucs =10V, —Ic = 10 mA, f = 800 MHz,
Re=50Q, R =500Q

Kollektorstrom fiir Gpp max
—Ucg =10V, f= 800 MHz,
R_.=500Q

500 470 pF AL €y=C2=0...2 pF

60

811782

MeBschaltung fiir: Gy, Fy

=Icso
-Uriceo

;
~Ugryceo "

-Uriero

heg

fr

Ccso

F?

nh _ 001,t,=03ms 2 siehe MeBschaltung
T P

Min. Typ.
20
20
3
20

1850

0.5

45

13 14.5

8.0 10.5

Max.

100

6.0

nA

MHz

pF

dB

dB

mA



BF479T-(S479T)

i50

200 MHz

T |

20

-j500

Sy

Ugg=10V
—— = 3mA

S— [c=10 mA

2j100 =50..1300 MHz
772183 _j50
90°
120° 60°
150 30°
. 1 1 2 o
+180 0
Sa4
-150° 12 Ugg=10V
——— ’C= 3mA
fo=10 mA
f=50...1300 MH:
-120°
77 2165

-90°
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BF479T-(S479T)

90°
120° 60°
1200 MHz
1507 30°
\
800 MHz
° 200 MHz
+180 0°

-150°

77 2164

-30°
Ugg=10V

——— = 3ma

Ic=10 mA

£=50...1300 MHz

772166

62

_js0

Ugg=10V

———ic=3mA

lc=10mA
1=50...1300 MHz
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TELEFUNIKEN electronic

Creative Technologien

S$483T

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor

Anwendungen: Hochfrequenzverstérker bis in den GHz-Bereich

Besondere Merkmale:
® Hohe Leistungsverstéarkung

Abmessungen in mm

@ Niedrige Rauschzahlen

4 316 [

20,5
B |, < =
E {9+ 1254 552 — — s
c | s L e

s
4,2 —- 52 e ——— 12,4

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom, Mittelwert

Kollektorspitzenstrom
f=1MHz

Basisstrom
f=1MHz

Gesamtverlustleistung
Tamb = 25 °C, siehe Seite A 24, Fig. 6.1

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
siehe Seite A 24, Fig. 6.1

T1.2/491.0484 D1

Ucso
Uceo
Ueso

lcav

lem

Tstg

thJA

Normgehéause

10 A3 DIN 41868
JEDECTO922Z
Gewicht max. 0.2 g

25 \"
15 \%
25 \
25 mA
50 mA
3 mA
450 mw
125 °C
-55..+125 °C
Typ. Max.
275 K/W
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$483T

Statische KenngréBen
T = 25 °C, falls nicht anders angegeben

Kollektorreststrom <
Ucg=10V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
lc=10pA

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
lc=3mA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
=10 pA

Kollektor-Sattigungsspannung
Ic=30mA, Ig=2mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhdltnis
Ug=1V,Ic= 2mA
UCE= 1 V,IC= 25 mA

Dynamische KenngréBen
Tamb = 25°C
Transitfrequenz
Ucs=5V,Ic= 2mA, f=300MHz
Ucs =5V, lc=25mA, f= 300 MHz
Rickwirkungskapazitat
UCE=5V,IC=2|T\A,'= 1 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitit
Ueg=10V, f=1 MHz
Emitter-Basis-Kapazitat
Ugg=05V,f=1MHz
RauschmaB
Uce=5V,Ic=2mA,Rg=50Q,
f= 500 MHz

Leistungsverstérkung
Uce =5V, lc=20mA, f= 200 MHz

v % =0.01,t,=03ms

280

IcBo
Uericeo

1
Ugryceo ”

Uerieso

UCEsat

fr
fr

C\‘ire
Ccso

Ceso

25

15

25

20
20

Typ. Max.

50

250

150
1
1.6
0.6
0.7
15
4
19

nA

mV

GHz
GHz

pF

pF

pF

dB

dB



